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Infrarotemlitterdicden auf GCaAs-Basis in eli- Diese Bauelamente pind verszugswelse als
ner rauchfarbenen 5 mm Durchmesser - All=- Strehlungequelle im pahen Infrarotbereich
plagt - Linsenverkappung. fiir Anwendungen in der Unterhaltungaslek-
Die Dioden weisen einen hohen Strahlungsflul tronik und in der Industriealektronik kon-
auf und sind flir Impulabetrieb geeignet. giplert.

Ihr Emissionabereich ist gut an den spektra- Diese Bauelemente sind insbemsondere flr
lan Empfindlichkeitabersich von Si-Potosmp- IR-Farnsteuerungen geeignet.

fingern angepalt.
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Kenndaten bei &, = 25 % Spektrale Strahlungs-
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Durchlafgleich- ' o
apa : min. typ. max. V Uffnungewinkel a 40 55 =
bel Ip = 50 mA Up - 1,3 1,5 V Schaltzeiten
bei I?-‘Iﬂﬂml U!' - 1.4 LT 7 beil IFR‘H" 50 md
Strahlungsleistung ) Inpulsanstiagaselt t = 2 je
bel Ip = 50 mi Impuln&hfllltait tf - 2 ua
?Q 125 A a' 2.-‘. Bsd mW
VQ 125 B 8, 3,6 - m
Sperrgleichetrom
bei Up = 3V L, = 10 pA
Wellenltinge des
Maximums der spektr.
Emission Anderungen vorbehalten!
bei I, = 50 mA Mgy 900 - 980 nm RedaktionsschluB Juni 1986
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Mittlere Strahlungsleistung
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Abstrahlcharakteristik
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veb werk fur fernsehelektronik berlin
im veb kombinat mikroelekeronik

DDR - 11460

Berlin, Ostendstrofie

Telefon: 6 38 30, Telex: 112 007

elektronik
export-import

Volkseigenar Aufenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Repulbiik l

| DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 8

| Telex: BLN 14721 alei
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